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1

Inventia se referd la fotoreceptori cu semicon-
ductori, in special la receptori de radiatie ultra-
violetd, si poate fi utilizatd in sisteme optoelectro-
nice de determinare a intensitatii si dozei de ra-
diatie ultravioletd emisd de Soare sau de alte surse.

in structura fotoreceptorului de radiatie ultra-
violetd cu bariera de potential superficiala formata
din semiconductori A’B® cu banda energetici
interzisd Egi, solutiile lor solide cu bandd ener-
geticd interzisd Eg si SnO, sau ITO, in semi-
conductorii A’B® la o distanti de suprafati mai
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2

micd decat lungimea de absorbtie a radiatiei
vizibile este formata o heterojonctiune izotipa intre
semiconductorii AB® si solutiile lor solide cu
banda energetica interzisa Eg,>Eg:.

Rezultatul tehnic constd in confectionarea unui
fotoreceptor sensibil numai la radiatia ultravioleta.

Revendicari: 1

Figuri: 1
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MD 1216 G2

Descriere:

Inventia se referd la fotoreceptori cu semiconductori, in special la receptori de radiatie ultra-
violetd, si poate fi utilizata in sisteme optoelectronice de determinare a intensitatii si dozei radiatiei
ultraviolete emise de Soare sau de alte surse folosite in medicina, agricultura si industrie.

Sunt cunoscuti fotoreceptori din Si monocristalin cu jonctiune p-n subtire [1] sau cu structurad
MOS [2].

Dezavantajul acestor fotoreceptori este sensibilitatea majora la radiatia vizibila si infrarosie
apropiata, deci lipsa posibilitatii de separare a radiatiei UV din spectrul solar.

Se cunosc fotoreceptori de UV cu barierd Schottky pe baza semiconductorilor GaAs [3], a
solutiilor solide GaAsP [4] sau GaAIP [5] si a unui strat semitransparent din Au.

Dezavantajul acestor fotoreceptori sunt pierderile optice mari in stratul de metal ce formeaza
bariera de potential, precum si sensibilitatea inaltd la radiatia vizibila.

In calitate de cel mai apropiat analog a fost luat fotoreceptorul de UV pe baza barierei de
potential superficiale formate pe baza semiconductorilor AB® (GaAs, GaP, AlGaAs) si a
semiconductorilor SnO; sau ITO [6].

Acesti fotoreceptori au o sensibilitate mult mai mare in domeniul UV, pierderile optice in stratul
frontal sunt practic nule, insd si aceste structuri sunt sensibile la actiunea radiatiei verzi si albastre
din spectrul vizibil.

Problema tehnicd pe care o rezolvd inventia este excluderea influentei radiatiei vizibile si

in structura fotoreceptorului de radiatie ultravioleta cu bariera de potential superficiald formata
din semiconductorii A*B® cu banda energetica interzisi Eg, solutiile lor solide cu band energetica
interzisd Egz si SnO, sau 1TO, in semiconductorii AB® la o distantd de suprafatd mai mici decét
lungimea de absorbtie a radiatiei vizibile este formatd o heterojonctiune izotipa dintre semicon-
ductorii A®B® si solutiile lor solide cu banda energetica interzisa Eg, > Egs.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in confectionarea unui fotoreceptor sensibil numai la
radiatia ultravioleta.

Conform inventiei, in semiconductorii A®B®, la o distanti de la suprafati mai mici decét
lungimea de absorbtie a radiatiei vizibile, este formatd o heterojonctiune izotipd, ce nu permite
purtitorilor de sarcind minoritari, generati in semiconductorii A’B® de radiatia vizibila, sa fie
separati de bariera de potential superficiald. Ca rezultat, purtdtorii de sarcina generati de radiatia
vizibild recombind fard a-si aduce aportul la formarea fotocurentului. Aceasta §i determind lipsa

Inventia se explicd cu ajutorul figurii, in care este prezentata structura diagramei energetice a
fotoreceptorului de radiatie ultravioleti. Ea consti din semiconductorul A*B® 1 cu banda energe-
tica interzisa Egi, stratul de solutie solidd 2 cu banda energetica interzisa Eg> Eg, stratul SnO; sau
ITO 3 cu banda energetica interzisa Egs si un strat subtire de oxid propriu 4 ce apare inevitabil in
procesul formarii structurii.

Radiatia optica cu energia hv < Egz este introdusa in structurd prin stratul frontal 3. Radiatia
ultravioletd de inaltd energie este absorbitd la suprafata stratului 2, generand purtatori de sarcina in
exces care sunt separati de bariera de potential formatd de straturile 2 si 3. Astfel este format
fotordspunsul structurii fotoreceptorului. Deoarece grosimea stratului 2 este mai micd decat
lungimea de absorbtie a radiatiei vizibile, spectrul vizibil este absorbit in volumul semiconduc-
torului A®B°. Insd purtitorii de sarcind minoritari generati in stratul 1 nu pot fi separati din cauza
barierei din zona de valentd. Astfel ei recombind fara a-si aduce aportul la formarea fotocurentului.

In continuare se da un exemplu de realizare a inventiei. Pe un substrat nGaAs prin metoda
epitaxiei din fazi lichidi se formeazi un strat subtire n*AlogsGagisAs cu grosimea ~ 0,1 um si
concentratia purtitorilor de sarcind n* = 5-10' c¢m®. Prin metoda pirolizei acetilacetonatului de
staniu pe stratul epitaxial n*AlpgsGao1sAs se depune un strat SnO, cu o grosime de 50 nm.
Contactele metalice sunt formate prin evaporare in vid a metalelor Cr si Ni. Fotoreceptorul
confectionat are o sensibilitate practic nuld pentru domeniul spectral A> 0,4 um, iar eficienta
cuantica pentru radiatia cu energia fotonilor hv=0,43 eV constituie 66%.
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(57) Revendicare:
Fotoreceptor de radiatie ultravioletd pe baza structurii cu barierd de potential superficiala,
5 formatd din semiconductori A*B® cu banda energetica interzisd Egy, solutiile lor solide cu banda
energetici interzisa Eg, si SnO, sau ITO, caracterizat prin aceea ci in semiconductorii A’B® la o
distantd de la suprafatd mai micd decat lungimea de absorbtie a radiatiei vizibile este formata o
heterojonctiune izotipa dintre semiconductorii A®B® si solutiile lor solide cu banda energeticd
interzisd Eg>EQ:.
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